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１．概要（Summary） 

安価で豊富な元素から構成されるリン化物半導体

ZnSnP2は、直接遷移型のバンドギャップが 1.6 eVであり、

105 cm-1程度の高い光吸収係数を持つことから太陽電池

における新たな光吸収層材料として期待されている。本

研究では、スパッタ法および電着法により作製した

Sn/Zn/Mo/Glass 前駆体薄膜とリン蒸気と反応させること

で ZnSnP2薄膜の作製を行い、前駆体の組織がリン化物

の組織に与える影響について調べた。光吸収層の組織

制御は、太陽電池におけるキャリア輸送を効率的に行う

上で重要な因子の一つである。 

２．実験（Experimental） 

・利用した装置：分析走査電子顕微鏡/SU6600 

・実験方法：本研究では、従来のスパッタ法および新しく

電着法により作製した Sn/Zn/Mo/Glass 前駆体薄膜を

500 ºC, リン蒸気分圧 10-2 atm雰囲気下で 30 min リン

化反応させ、ZnSnP2 薄膜の作製を試みた。電子顕微鏡

によりリン化前後の薄膜組織を観察すると共に、付属の

EDX組成分析装置により薄膜組成の分析を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1にリン化前後の薄膜試料の断面 SEM画像を示

す。組成分析から、電着により作製した前駆体薄膜にお

いては Mo 薄膜上に Zn および Sn が層状に形成されて

いることが分かった。一方、スパッタ法では明確な層状組

織は確認できなかった。これらをリン化したところ、いずれ

の試料においてもZnSnP2の形成が確認された。スパッタ

法の試料では、表面に数ミクロンの長さを持つ突起物が

確認されたのに対し、電着法の試料では、突起物はほと

んど観察されなかった。これは、前駆体組織の違いを反

映しているものと考えられる。我々の考えているリン化モ

デルでは、突起物形成は前駆体における Sn粒子が粗大

であることに起因する。前駆体を電着法で作製することに

より、スパッタ法に比べて微細なSn粒子からなる薄膜を得

ることができ、これがリン化物組織の改善に繋がったと考え

られる。以上のことから、リン化により ZnSnP2 薄膜を作製

する上で、電着法による前駆体を用いることは有用である

ことが分かった。しかし、Zn3P2 などの第二相が存在して

おり、今後は単相が得られるような前駆体薄膜の作製条

件、リン化条件の確立が課題である。 
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Fig. 1. Cross-sectional SEM images of thin films prepared 

by (a) sputtering and (b) electrodeposition before and 

after phosphidation. 
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